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Die folgenden Angabon sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(3) Mikroelektronik-Fabrikationssystem sowie Verfahren und Vorrichtung zu dessen Reinigung 

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikroelektronik-Fa- 
brikationssystem mit einem Servicegebiet, einem im Ser- 
vfcegebiet liegenden ProzelSgebiet, in welchem mikro- 
elektronische Bauelemente bearbeitet werden, und ei- 
nem im Servicegebiet liegenden Transfergebiet, in wel- 
chem mikroelektronische Bauelemente von und zum Pro- 
zetegebiet transferiert werden, sowie auf ein verfahren 
und eine Vorrichtung zur Reinigung eines solchen Sy- 
stems. 

ErfindungsgemaB wird im ProzeBgebiet ein hoherer Luft- 
druck aufrechterhalten als im Transfergebiet, wodurch 
eine Partikelstromung vom Transfergebiet zum Prozefcge- 
biet reduziert wird. Ein darauf basierendes Reinigungs- 
verfahren und eine entsprechende Reinigungsvorrich- 
tung unterdrucken dadurch eine Ruckstromung von parti- 
kelhaltiger Luft a us dem Transfergebiet in das Prozefcge- 
biet. 

Verwendung zur Herstellung mikroelektronischer Bauele- 
mente unter Reinraumbedingungen. 
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Beschreibung 

Die Fxfindung bezieht sich auf ein Mikroelektronik-Fabrikationssystern sowie auf ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zur Reinigung desselben, 

5 Mikroelektronik-Fabrikationssysteme finden breite Verwendung zur Herstellung von mikroelektronischen Bauele- 
menten, wie mikroelektronischen Wafern, integrierten Schaltkreisen und Flussigkristallanzeigepanels. Die Umgebung 
eines mikroelektronischen Fabrikationsprozesses muB im allgemeinen in einem hochreinen Zustand gehalten werden, 
urn hohe Ausbeuten der mikroelektronischen Bauelemente zu ermoglichen. Mit hoherem Integrationsgrad der mikro- 
elektronischen Bauelemente wird im allgemeinen ein hoherer Reinheitsgrad erforderlich. 
io Eine ProzeBbereichseinheit, in der ein spezifischer ProzeB fur ein mikroelektronisches Substrat, wie einen Wafer, 
durchgefiihrt wird, enthalt im allgemeinen ein WaferprozeBgebiet, in welchem ein bestimmter Vorgang mit dem Wafer 
durchgefuhrt wird, sowie ein Wafertransfergebiet, in welchem der Wafer zum WaferprozeBgebiet geladen oder von die- 
sem entladen wird. Die ProzeBbereichseinheit ist in einem Servicegebiet des Mikroelektronik-Fabrikationssystems an- 
geordnet. 

15 Die ProzeBbereichseinheit schlieBt sich im allgemeinen an ein Arbeitsgebiet an, das auch als eine Bucht bezeichnet 
wird. Wenn durch eine Bedienperson ein Boot mit darin eingebrachten Wafern vom Arbeitsgebiet zum Wafertransferge- 
biet bewegt wird, ladt ein Roboter im Wafertransfergebiet die Wafer einzeln von dem Boot zum WaferprozeBgebiet. Der 
Roboter in dem Wafertransfergebiet fuhrt auch den Entladungsvorgang der Wafer aus dem WaferprozeBgebiet durch, 
nachdem der Bearbeitungsvorgang durchgefiihrt wurde. 

20 Die Fig. 1 und 2 zeigen in einer Draufsicht bzw. einer Seitenansicht eine Auslegung eines herkonunlichen Mikroelek- 
tronik-Fabrikationssy stems. Hierbei bezeichnet das Bezugszeichen 1 einen Reinraum, der von der AuBenumgebung iso- 
liert ist und ein Arbeitsgebiet 10 sowie ein Servicegebiet 20 aufweist. Tm Reinraum 1 werden die Temperatur und die 
Feuchtigkeit gesteuert, und von Partikeln befreite, reine Luft stromt nach unten. 

Eine obere Plenumkammer 2 zur ZufUhrung reiner Luft ist im oberen Bereich des Reinraums 1 angeordnet, wahrend 

25 im unteren Bereich des Reinraums 1 eine untere Plenumkammer 3 zum Sammeln der durch inn hindurchgetretenen Luft 
angeordnet isL Die von der oberen Plenumkammer 2 zugefuhrte, reine Luft passiert das Arbeitsgebiet 10 und das Ser- 
vicegebiet 20 uber einen Filter. Im Arbeitsgebiet 10 und im Servicegebiet 20 erzeugte, feine Partikel werden iiber die un- 
tere Plenumkammer 3, die bei niedrigem Druck gehalten wird, zusammen mit der reinen Luft abgefuhrt. 

Der Reinraum 1 wird auf einem Druck hoher als Atmospharendruck gehalten, so daB keine AuBenluft nach innen ge- 

30 langt. AuBerdem wird der Druck im Arbeitsgebiet 10 so eingestellt, daB er hoher ist als derjenige des Servicegebietes 20. 
Durch diese Druckdifferenz laBt sich verhindern, dafl im Servicegebiet 20 generierte, feine Partikel in das Arbeitsgebiet 
10 gelangen. Die Druckdifferenz wird dadurch gesteuert, daB die Menge und/oder die Geschwindigkeit an durch das Ar- 
beitsgebiet 10 und das Servicegebiet 20 stromender, reiner Luft eingestellt wird. 

In Fig. 2 bezeichnen Pfeile die Stromungsrichtung der reinen Luft. Die obere und die untere Plenumkammer 2, 3 des 

35 Reinraums 1 sind durch jeweilige Filter 2a zur Entfernung von in der Luft enthaltenen Partikeln sowie Gitter 3a mit Off- 
nungen, durch welche die Luft durchtritt, voneinander isoliert. Die Strdmungsmenge an reiner Luft im Arbeitsgebiet 10 
und im Servicegebiet 20 kann durch die Abmessungen der Filter 2a, die Anzahl an Gittern 3a und/oder die Anzahl an in 
den Gittern 3a ausgebildeten Oftnungen eingestellt werden. 

Wie oben beschrieben, stromt die Luft vom Arbeitsgebiet 10 zum Servicegebiet 20, da mehr Luft in das Arbeitsgebiet 

40 10 als in das Servicegebiet 20 stromt und das Arbeitsgebiet 10 auf einem hoheren Druck als das Servicegebiet 20 gehal- 
ten wird. Die Luftstromung zwischen dem Arbeitsgebiet und dem Servicegebiet 20 erfolgt iiber eine Wand 4, welche das 
Arbeitsgebiet 10 und das Servicegebiet 20 voneinander isoliert. 

Die Wand 4 zwischen dem Arbeitsgebiet 10 und dem Servicegebiet 20 beinhaltet mehrere Elemente mit Spalten 4a, 
die groB genug sind, um das Hindurchstromen der Luft zu erlauben, Ein Teil der in das Arbeitsgebiet 10 des Reinraums 

45 stromenden, reinen Luft stromt daher spontan uber die Spalte 4a in der Wand 4 in das Servicegebiet 20. Die Luft stromt 
zwischen einem WaferprozeBgebiet 31, in welchem ein bestimmter ProzeB mit einem Wafer durchgefuhrt wird, und ei- 
nem Wafertransfergebiet 32, in welchem Wafer in das WaferprozeBgebiet 31 geladen und von diesem entladen werden. 

Eine Offnung oder ein Boottor 4b fur das Einbringen oder Herausnehmen eines Bootes mit einer Mehrzahl von darin 
eingeladenen Wafern ist zwischen dem Wafertransfergebiet 32 und dem Arbeitsgebiet 10 vorgesehen. Eine Offnung oder 

50 ein Wafertor 32a fur das Einbringen oder Herausnehmen von Wafern ist zwischen dem WaferprozeBgebiet 31 und dem 
Wafertransfergebiet 32 vorgesehen. In den Toren 4b und 32a sind Ttiren zum Offhen und SchlieBen der Tore 4b, 32a vor- 
gesehen. Um die Tiiren der Tore 4b, 32a herum sind Spalte vorhanden, die ein Hindurchstromen von Luft erlauben. 

GemaB der oben beschriebenen Struktur stromt die Luft innerhalb des ProzeBbereichs 30. Insbesondere wird reine 
Luft vom Arbeitsgebiet 10, das auf einem hohen Druck gehalten wird, iiber die Spalte der Boottore 4b oder andere, im 

55 ProzeBbereich 30 vorhandene Offhungen in das Wafertransfergebiet 32 eingebracht. Die in das Wafertransfergebiet 32 
eingebrachte, reine Luft gelangt iiber das Wafertor 32a in das WaferprozeBgebiet 31. Die in das WaferprozeBgebiet 31 
eingefiihrte, reine Luft wird uber Offhungen, die um das WaferprozeBgebiet herum vorhanden sind, oder iiber einen Spalt 
31a zum Servicegebiet 20 abgefUhrt. Wie oben angegeben, tritt die Luftstromung innerhalb des ProzeBbereiches 30 we- 
gen einer Druckdifferenz zwischen dem Arbeitsgebiet 10 und dem Servicegebiet 20 auf. 

60 Fig. 3 zeigt in einer ausschnittweisen Seitenansicht ein herkommliches Mikroelektronik-Fabrikationssystem, bei dem 
eine Luftzufuhreinrichtung 50 im ProzeBbereich 30 installiert ist, um gereinigte, reine Luft dem WaferprozeBgebiet 31 
und dem Wafertransfergebiet 32 zuzuftihren. Wie in Fig. 3 dargestellt, absorbiert die Luftzufuhreinrichtung 50 reine Luft 
vom Arbeitsbereich 10 iiber eine Ansaugleitung 51, reinigt die reine Luft phy sikalisch und/oder chemisch und fuhrt dann 
die gereinigte, reine Luft dem WaferprozeBgebiet 31 und dem Wafertransfergebiet 32 zu, wie durch Pfeile 52 bzw. 53 

65 veranschaulicht. Altemati v kann die Luftzufuhreinrichtung 50 in der unteren Plenumkammer 3 installiert sein, so daB die 
Luft von dieser und nicht vom Arbeitsgebiet 10 angesaugt wird. Die Strdmung der dem WaferprozeBgebiet 31 und dem 
Wafertransfergebiet 32 durch die Luftzufuhreinrichtung 50 zugefuhrten Luft erfolgt in einer Richtung, die geeignet ist, 
die Luftstromung vom Arbeitsgebiet 10 auf einem hoheren Druck zu halten als denjenigen des Servicegebietes 20. 
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Wie oben unler Bezugnahme auf Fig. 2 erlauLen, wird daher, wahrend gereinigte, reine Luft dem WaferprozeBgebiet 
und dem Wafertransfergebiet 32 durch die Lufizufuhreinrichtung 50 zugefuhrt wird, die Luft auch vom Arbeitsgebiet 10 
uber das Boottor 4b in das Wafertransfergebiet. 32 eingebracht. Dann gelangt die Luft. uber das Wafertor 32a vom Wafer- 
transfergebiet 32 zum WaferprozeBgebiet 31. Reine Luft, die in das WaferprozeBgebiet 31 gelangt ist, wird liber Off nun- 
gen, die um das WaferprozeBgebiet 31 herum vorhanden sind, oder durch den Spalt 31a zum Servicegebiet 20 abgefUhrt. 5 

Trotz der Existenz der oben beschriebenen und anderer, herkommlicher Vorrichtungen und Verfahren zur Reinigung 
von Mikroeiektronik-Fabrikationssy stemen besteht weiterhin ein Bedarf an \brrichtungen und Verfahren zur weiter ver- 
besserten Reinheit von Mikroelektronik-Fabrikationssystemen. 

Der Erfindung liegt daher als technisches Problem die Bereitsteilung eines entsprechend verbesserten Mikroeiektro- 
nik-Fabrikationssy stems sowie eines zugehorigen Verfahrens und einer zugehorigen \forrichtung zur Reinigung eines to 
solchen Mikroelektronik-Fabrikationssystems derart zugrunde, daB moglichst wenig Kontaminationen der hergestellten 
mikroelektronischen Bauelemente auftreten und die Ausbeute an hergestellten mikroelektronischen Bauelementen mog- 
lichst hoch ist. 

Die Erfindung lost dieses Problem durch die Bereitsteilung eines Verfahrens zur Reinigung eines Mikroelektronik-Fa- 
brikationssy stems mit den Merkmalen des Anspruchs 1 oder 9, eines Mikroelektronik-Fabrikationssystems mit den 15 
Merkmalen des Anspruchs 17, 25 oder 26 sowie einer \brrichtung zur Reinigung eines Mikroelektronik-Fabrikationssy- 
stems mit den Merkmalen des Anspruchs 35. 

ErfindungsgemaB wird im ProzeBgebiet ein hoherer Luftdruck aufrechterhalten als im Transfergebiet. Wahrend bei 
herkommlichen Verfahren und Vorrichtungen zur Reinigung eines Mikroelektronik-Fabrikationssystems eine Ruckstro- 
mung von Luft zum WaferprozeBgebiet auflrelen kann, wodurch Luft von einer S telle, an der ein niedriger Reinheitsgrad 20 
aufrechterhalten wird, zu einer Stelle gelangen kann, an der ein hoherer Reinheitsgrad aufrechterhalten werden sollte und 
dadurch im Transfergebiet enthaltene Parti kel, die vom Transfersystem generiert. werden konnen, auf den im ProzeBge- 
biet bearbeiteten Wafer stromen konnen, laBt sich durch diese erfindungsgernaBe MaBnahme eines im ProzeBgebiet hd- 
heren Luftdrucks als im Transfergebiet der PartikelfluB vom Transfergebiet zum ProzeBgebiet reduzieren und vorzugs- 
weise eliminieren. 25 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriiehen angegeben. 

Varteilhafte, nachfolgend beschriebene Ausfiihrungsformen der Erfindung sowie die zu deren besserem Verstandnis 
oben beschriebenen, herkommlichen Ausfuhrungsbeispiele sind in den Zeichnungen dargestellt, in denen zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Auslegung eines herkommlichen Mikroeiektronik-Fabrikationssy stems, 

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Auslegung eines herkommlichen Mikroelektronik-Fabrikationssystems, 30 

Fig. 3 eine ausschnittweise Seitenansicht eines herkommlichen Mikroeiektronik-Fabrikationssy stems mit Luftzufuhr- 
einrichtung, speziell zur Veranschaulichung der Stromung der reinen Luft, 

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht eines herkommlichen Belichtungssystems mit einer Stromungsstruktur an rei- 
ner Luft, wie sie in Fig. 3 dargestellt ist, 

Fig. 5 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur eines erfindungsgemaBen Mikroelektronik-Fabrikationssystems mit 35 
einer ersten Reaiisierung erfindungsgemaBer Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 

Fig. 6 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur eines erflndungsgemaBen Mikroelektronik-Fabrikat.ionssyst.ems mit 
einer zweiten Reaiisierung erfindungsgemaBer Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 

Fig. 7 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur eines erflndungsgemaBen Mikroeiektronik-Fabrikationssy stems mit 
einer dritten Reaiisierung erfindungsgemaBer Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 40 

Fig. 8 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur eines erflndungsgemaBen Mikroelektronik-Fabrikationssystems mit 
cincr vicrtcn Reaiisierung erfindungsgemaBer Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 

Fig. 9 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur eines erfindungsgemaBen Mikroelektronik-Fabrikationssystems mit 
einer funften Reaiisierung erfindungsgemaBer Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 

Fig. 10 eine schematische Seitenansicht eines erfindungsgemaBen Mikroelektronik-Belichtungssy stems mit einer 45 
Stromungsstruktur fur reine Luft, wie sie in Fig. 7 dargestellt ist, 

Fig. 1 1 eine schematische Seitenansicht einer Reinluft-Abfuhrvorrichtung zur Verwendung in erfindungsgemaBen Mi- 
kroelektronik-Fabrikationssystemen und zugehorigen Reinigungsverfahren und -vorrichtungen, 

Fig. 12 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur einer ersten Reaiisierung eines in erfindungsgemaBen Mikroeiek- 
tronik-Fabrikationssy stemen sowie Reinigungsverfahren und -vorrichtungen hierfur geeigneten Belichtungsapparatur, 50 

Fig. 13 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur einer zweiten Reaiisierung einer in den erfindungsgemaBen Mikro- 
elektronik-Fabrikationssystemen sowie Reinigungsverfahren und -vorrichtungen hierfur verwendbaren Belichtungsap- 
paratur, 

Fig. 14 eine Vorderansicht eines in erfindungsgemaBen Mikroelektronik-Fabrikalionssystemen sowie Reinigungsver- 
fahren und -vorrichtungen hierfur verwendbaren Wafertors, 55 
Fig. 15 eine Seitenschnittansicht eines in Fig. 14 gezeigten Wafertores, 
Fig. 16 eine Seitenansicht einer Jalousie eines in Fig. 14 gezeigten Wafertors, 

Fig. 17 eine Seitenansicht einer vertikalen Struktur einer dritten Reaiisierung einer in den erfindungsgemaBen Mikro- 
elektronik-Fabrikationssystemen sowie Reinigungsverfahren und -vorrichtungen hierfur verwendbaren Belichtungsap- 
paratur und 60 

Fig. 18 eine Perspektivansicht eines Waferhebers in der in Fig. 17 gezeigten Behchtungsapparatur, der in erfindungs- 
gemaBen Mikroelektronik-Fabrikationssystemen sowie Reinigungsverfahren und -vorrichtungen hierfur verwendbar ist. 

Die vorliegende Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die zugehorigen Zeichnungen nachstehend detaiilierter 
anhand bevorzugter Ausfuhrungsforrnen beispielhaft und nicht beschrankend erlautert. Dabei konnen die Abmessungen 
diverser Bereiche in den Zeichnungen zur besseren Klarheit ubertrieben dargestellt sein. Gleiche Bezugszeichen be- 65 
zeichnen jeweils funktionell aquivalente Elemente. Wenn von einem Element gesagt wird, daB es sich "auf einem ande- 
ren Element befindet, so ist darunter zu verstehen, daB es sich direkt auf dem anderen Element oder unter Zwischenfii- 
gung eines oder mehrerer weiterer Elemente auf dem anderen Element befinden kann. Nur wenn von einem Element ge- 
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sagt wird, daB es sich "direkt auf dem anderen Element befindel, gibt es keine zwischenliegenden Elemente. 

Vor der Erlauterung der vorliegenden Erfindung wird zunachst unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und 4 auf das Problem 
der unerwunschten Luftriickstromung in herkommlichen Halbleiter-Fabrikationssystemen eingegangen. Tm Luftstro- 
mungsmechanismus von Fig. 3 kann Luft, die das Wafertransfergebiet 32 passiert hat, zum WaferprozeBgebiet 31 zu- 
5 rtickstromen. Unter LuftriickstrSmung ist hierbei vorliegend zu verstehen, daB Luft von einer Stelle, an der ein niedrige- 
rer Reinheitsgrad aufrechterhalten wird, zu einer anderen Stelle geleitet wird, an der ein hoherer Reinheitsgrad erwiinscht 
ist. Da die Luft vom Wafertransfergebiet 32 zum WaferprozeBgebiet 31 stromt, wo ein hoher Reinheitsgrad erwiinscht 
ist, steilt dies ein solches Beispiel fur Ruckstromung dar. Aufgrund der Luftruckstromung werden moglicherweise Par- 
tikel, die in der reinen Luft mit niedrigerem Reinheitsgrad enthalten sind, in den Wafer absorbiert, auf dem ein bestimm- 

to ter ProzeB ausgefuhrt wird. 

Fig. 4 zeigt ein herkommliches Mikroelektronik-Fabrikationssystem, in welchem die oben erwahnte Luftruckstro- 
mung auftritt. Eine obere Plenumkammer 2 und eine untere Plenumkammer 3 sind im oberen bzw. im unteren Bereich ei- 
nes Reinraums 1 angeordnet, der in ein Arbeitsgebiet 10 und ein Servicegebiet 20 durch Wande 4 unterteilt ist. Ein 
Blindpanel 2b mit Luftfiltem 2a ist zwischen dem Reinraum 1 und der oberen Plenumkammer 2 vorgesehen. Der Luft- 

15 filter iiber dem Arbeitsgebiet 10 ist dicker als derjenige iiber dem Servicegebiet 20 und ist so eingestellt, daB er eine hohe 
Luftmenge ansaugen kann. Ein zum Boden des Reinraums 1 gehoriges Gitter 3a wird von Pfeilem 3b getragen, die in der 
unteren Plenumkammer 3 instailiert sind. 

Eine Belichtungsapparatur 130 beinhaltet ein WaferprozeBgebiet 131 und ein Wafertransfergebiet 132. Das Wafer- 
transfergebiet 132 schueBt an das Arbeitsgebiet 10 an. Ein Boottor 133, durch welches ein Boot 90 mit darin montierten 

20 Wafem hindurch trill, ist zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 10 angeordnet. Ein Waferlor 134, 
durch das Wafer hindurchtreten, ist zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem WaferprozeBgebiet 131 angeordnet. 
Ein Roboter 80, der einen Wafer vom Boot 90 abnirnmt und den Wafer durch das Wafertor 134 hindurch in das Wafer- 
prozeBgebiet 131 ladt, ist im Wafertransfergebiet 132 instailiert. Der Roboter 80 fuhrt einen Waferiadevorgang und einen 
Entladevorgang aus, um den Wafer nach erfolgter Bearbeitung in das Boot 90 zurtlckzustellen. Im WaferprozeBgebiet 

25 131 wird eine Belichtung unter Verwendung einer Maske oder eines Retikels durchgefuhrt. Das Retikel wird im allge- 
meinen von einer nicht gezeigten Retikelbiihne zugefuhrt, die im oberen Bereich des WaferprozeBgebietes 131 vorgese- 
hen ist Eine nicht gezeigte Luftzufuhreinrichtung zur Zufuhrung gereinigterLuft zum Wafertransfergebiet 132 und zum 
WaferprozeBgebiet 131 ist separat in der Belichtungsapparatur 130 vorgesehen. Die Luftzufuhreinrichtung saugt reine 
Luft vom oberen Bereich des Arbeitsgebietes 10 nahe der oberen Plenumkammer 2 an, filtert die angesaugte Luft physi- 

30 kalisch und/oder chemisch und fuhrt dann die gefilterte Luft dem WaferprozeBgebiet 131, dem Wafertransfergebiet 132 
und dem Gebiet der Retikelbiihne zu. Dies kann dadurch, daB die reine Luft davon abgehalten wird, lokal in den betref- 
fenden Gebieten zu verbleiben, verhindern, daB sich Partikel in diesen Gebieten ansammeln. 

In Fig. 4 dargesteilte Pfeile zeigen Stromungsrichtungen der reinen Luft im Reinraum 1 an. Ein Teil der reinen Luft 
aus dem Arbeitsgebiet 10 gelangt uber das Wafertransfergebiet 132 in das WaferprozeBgebiet 131. Die reine Luft im Wa- 

35 ferprozeBgebiet 131 stromt uber Spalten oder Offnungen, die um das WaferprozeBgebiet 131 herum vorliegen, zum Ser- 
vicegebiet 20. AuBerdem wird Luft durch die Luftzufuhreinrichtung direkt den Gebieten 131 und 132 zugefuhrt. 

Tm Wafertransfergebiet 132 kann es viele parti kelgenerierende Quellen gehen. Beispielsweise weist der Roboter 80 ei- 
nen Arm zum Laden und Endaden von Wafem auf. Der Arm des Roboters 80 beinhaltet mehrere dynamische Elemente 
zum AusfUhren sowohl einer vertikalen als auch einer horizontalen Bewegung. Reibung zwischen den dynamischen Ele- 

40 menten des Armes des Roboters 80 kann zahlreiche Metallpartikel erzeugen. Die erzeugten Partikel werden mit der rei- 
nen Luft in das WaferprozeBgebiet 131 induziert und konnen sich dort an einen Wafer anlagern, der belichtet wird. Die 
auf dem Wafer angclagcrtcn Partikel konnen die Produktausbcutc vcrringcrn. 

Zusatzlich zum BelichtungsprozeB k&nnen die durch eine RUckstr6mung von in einem 'vWertransfergebiet erzeugten 
Partikeln verursachten Probleme auch wahrend anderer mikroelektronischer Fabrikationsprozesse auftreten. Mit hohe- 

45 rem Integrationsgrad von mikroelektronischen Bauelementen kann dies die Ausbeute reduzieren. 

Die Fig. 5 bis 7 veranschaulichen eine Strdmung reiner Luft unter Verwendung eines Luftfuhrungssystems gemaB 
Reinigungsverfahren und -vorrichtungen der vorliegenden Erfindung fur mikroelektronische Fabrikationssysteme. Wie 
aus Fig. 5 zu erkennen, tritt die von einer oberen Plenumkammer 200 zugefuhrte, primar gereinigte reine Luft durch ein 
Arbeitsgebiet 110 und ein davon mittels einer Wand 104 abgeteiltes Servicegebiet 120 und erreicht dann eine untere Ple- 

50 numkammer 300. 

Die reine Luft wird dem WaferprozeBgebiet 31 und dem Wafertransfergebiet 132 mittels einer Luftzufuhreinrichtung 
500 zum sekundaren Reinigen der reinen Luft vom Arbeitsgebiet 110 zugefuhrt. Die Menge an Luft, die dem Waferpro- 
zeBgebiet 131 zugefuhrt wird, ist groBer als die Menge an Luft, die dem Wafertransfergebiet 132 zugefuhrt wird. Das 
WaferprozeBgebiet 131 wird daher auf einem hoheren Druck gehalten als das Wafertransfergebiet 132. Der Druck im 

55 Wafertransfergebiet 132 ist somit hoher als derjenige im Arbeitsgebiet 110. 

Folglich stromt die dem WaferprozeBgebiet 131 zugefuhrte reine Luft zum Servicegebiet. 120 und zum Wafertransfer- 
gebiet 132, und die Luft im Wafertransfergebiet 132 stromt zum Arbeitsgebiet 110. Die luftzufuhreinrichtung 500 saugt 
die reine Luft vom Arbeitsgebiet 110 an, reinigt dieselbe und ftthrt dann die gereinigte reine Luft dem WaferprozeBgebiet 
131 und Wafertransfergebiet 132 zu. Altemativ kann die von der Luftzufuhreinrichtung 500 angesaugte Luft von der un- 

60 teren Plenumkammer 300 zugefuhrt werden. AuBerdem kann die Luftzufuhreinrichtung 500 in der unteren Plenumkam- 
mer 300 instailiert sein. Die Anzahl an Elementen oder Gebieten, zu denen die Luft, die von der Luftzufuhreinrichtung 
500 sekundar gereinigt wird, stromt, kann basierend auf der Struktur der ProzeBausriistung anwachsen, welche die Luft 
empfangt. 

Die Luftstromung zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 110 kann uber das Boottor 114b, das 
65 zum Einbringen oder Entnehmen eines Bootes mit einer Mehrzahl von darauf angebrachten Wafern dient, iiber Offnun- 
gen, die sich um eine im Boottor 114b installierte Tiir herum befinden, Uber einen separat vom Boottor 114b zur Stro- 
mung von Luft vorgesehenen Luftstromungspfad und/oder unter Verwendung anderer Techniken induziert werden. Die 
Luftstromung zwischen dem WaferprozeBgebiet 131 und dem Wafertransfergebiet 132 kann uber das Wafertor 132a, das 
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zum Einbringen oder Eninehmen von Wafem dienL, iiber Offhungen, die um eine in dem Waferlor 132a installierte Tiir 
herum vorliegen, iiber separat vom Wafertor 132a ftir eine Stromung von Luft vorgesehene OfFnungen und/oder unter 
Verwendung anderer Techniken induziert. werden. 

Ebenso kann die Luflstromung vom WafeiprozeBgebiet 131 zum Servicegebiet 120 iiber Spalte, die um das Waferpro- 
zeBgebiet 131 herum vorliegen, Uber Offhungen 131a, die flir eine Stromung von Luft vorgesehen sind, und/oder unter 5 
Verwendung anderer Techniken induziert werden. 

In der vorstehend erwahnten Stromungstruktur fur reine Luft kann veiglichen mit anderen Gebieten im WaferprozeB- 
gebiet 131 ein sehr hoher Reinheitsgrad aufrechterhalten werden. Da die sekundar gereinigte, reine Luft von der Luftzu- 
fuhreinrichtung 500 dem WaferprozeBgebiet 131 zugefuhrt wird und das WaferprozeBgebiet 131 auf einem hoheren 
Druck als das Servicegebiet 120 und das Wafertransfergebiet 132 gehalten wird, stromt die reine Luft vorzugsweise nicht 10 
riickwarts, d. h. vom Servicegebiet 120 und dem Wafertransfergebiet 132 zum WaferprozeBgebiet 131. Insbesondere 
konnen die innerhalb des WaferprozeBgebiets 131 erzeugten Partikel aufgrund des hoheren Drucks im WaferprozeBge- 
biet 131 zum Servicegebiet 120 und zum Wafertransfergebiet 132 abgefiihrt werden. AuBerdem kann die Luft im Trans- 
fergebiet 132, in welchem eine Menge von Partikeln durch einen Roboter erzeugt werden kann, direkt zum Arbeitsgebiet 
110 abgefiihrt werden. 15 

Fig. 6 zeigt eine zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 110 von Fig. 5 angeordnete Luftab- 
fuhreinrichtung 600. Die Luftabfuhreinrichtung 600 fuhrt die Luft im Wafertransfergebiet 132 zwangsweise zum Ar- 
beitsgebiet 110 ab. Die Luftabfuhreinrichtung 600 kann in Fallen angewendet werden, in denen die Druckdifferenz zwi- 
schen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 110 nicht ausreichend hoch ist, um die Luft im Wafertrans- 
fergebiet 132 zum Arbeitsgebiet 110 abzufuhren, und in denen die Moglichkeil besteht, daB eine Rucks trOmung auftritl. 20 
Selbst in diesen Fallen sollte jedoch der Druck im WaferprozeBgebiet 131 hoher als derjenige im Wafertransfergebiet 132 
sein. 

Die dem WaferprozeBgebiet 131 zugefuhrte, reine Luft stromt separat zum Servicegebiet 120 und zum Wafertransfer- 
gebiet 132, die auf einem relativ niedrigen Druck gehalten werden. Die Luft im Wafertransfergebiet 132 wird durch die 
Luftabfuhreinrichtung 600 zum Arbeitsgebiet 110 abgefiihrt. Die vom Arbeitsgebiet 110 tiber das Boottor 114b oder die 25 
Offhungen, die um im Boottor 114b vorgesehene Turen herum vorhanden sind, induziert wird, wird gleich falls durch die 
Luftabfuhreinrichtung 600 zum Arbeitsgebiet 110 abgefiihrt. 

Die Luftzufuhreinrichtung 500 saugt Luft vom Arbeitsgebiet 110 an, reinigt sie und fiihrt dann die gereinigte Luft dem 
WaferprozeBgebiet 131 und dem Wafertransfergebiet 132 zu. Die yon der Luftzufuhreinrichtung 500 angesaugte Luft 
kann von der unteren Plenumkammer 300 zugefuhrt werden. AuBerdem kann die Luftzufuhreinrichtung 500 innerhalb 30 
der unteren Plenumkammer 300 installiert sein. Die Anzahl von Elementen oder Gebieten, denen die sekundar gereinigte 
Luft zugefuhrt wird, kann gemaB der Struktur der ProzeBausriistung anwachsen, welche die Luft empmngt Die Luftzu- 
fuhreinrichtung 500 kann auch in anderen, unten beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen verwendet werden. 

Fig. 7 zeigt ein weiteres Beispiei fur eine Luftabfuhrung aus dem Wafertransfergebiet 132, in welchem ein Luftabfuhr- 
pfad 700 direkt das Wafertransfergebiet 132 und die untere Plenumkammer 300 verbindet. Die untere Plenumkammer 35 
300 nimmt die Luft, welche durch das Arbeitsgebiet 110 und das Servicegebiet 120 hindurchgetreten ist, wieder auf und 
wird auf einem sehr niedrigen Druck gehalten. Da das Wafertransfergebiet 132, das auf einem niedrigeren Druck als das 
WaferprozeBgebiet 131 und auf einem deutlich hoheren Druck als die untere Plenumkammer 300 gehalten wird, direkt 
mit der unteren Plenumkammer 300 verbunden ist, kann die Luft im Wafertransfergebiet 132 rasch zur unteren Plenum- 
kammer 300 strdmen. Der Luftabfuhrpfad 700 kann durch ein Rohrelement, ein Plattenelement und/oder andere Ele- 40 
mente realisiert sein. 

Die dem WaferprozeBgebiet 131 zugefuhrte reine Luft stromt separat sowohl zum Servicegebiet 120 als auch zum Wa- 
fertransfergebiet 132, die auf einem relativ niedrigen Druck gehalten werden. Die Luft im Wafertransfergebiet 132 wird 
durch den Luftabfuhrpfad 700 zur unteren Plenumkammer 300 abgefiihrt. Die reine Luft, die veranlaBt wird, vom Ar- 
beitsgebiet 110 durch das Boottor 114b und/oder Offhungen, die um im Boottor U4b vorgesehene Turen herum vorhan- 45 
den sind, zu stromen, wird ebenfalls durch den Luftabfuhrpfad 700 zur unteren Plenumkammer 300 abgefiihrt. 

Die Fig. 8 und 9 zeigen I^ftzufuhrmittel, die in zwei Luftzufiihreinrichtungen unterteilt sind, um die reine Luft dem 
ProzeBgebiet 131 und dem Wafertransfergebiet 132 zuzufuhren. Wie aus Fig. 8 zu erkennen, fuhrt eine erste Luftzufuhr- 
einrichtung 501 die sekundar gereinigte, reine Luft sowohl dem WaferprozeBgebiet 131 als auch dem Wafertransferge- 
biet 132 zu. Die erste Luftzufuhreinrichtung 501 saugt die reine Luft vom oberen Bereich des Arbeitsgebietes 110 an. In 50 
einigen Fallen kann die erste Luftzufuhreinrichtung 501 die reine Luft von der unteren Plenumkammer 300 und/oder 
vom Servicegebiet 120 ansaugen und sie sekundar reinigen. Eine zweite Luftzufuhreinrichtung 502 fiihrt die reine Luft 
lediglich dem WaferprozeBgebiet 131 zu, in welchem der hochste Reinheitsgrad aufrechterhalten werden muB. Die 
zweite Luftzufuhreinrichtung 502 kann reine Luft aus dem Arbeitsgebiet 110 ansaugen. In einigen Fallen kann die zweite 
Luftzufuhreinrichtung 502 die reine Luft von der unteren Plenumkammer 300 und/oder vom Servicegebiet 120 ansaugen 55 
und selhige sekundar reinigen. 

Wie aus Fig. 9 ersichtlich, fiihrt die erste Luftzufuhreinrichtung 501 die sekundar gereinigte, reine Luft sowohl dem 
WaferprozeBgebiet 131 als auch dem Wafertransfergebiet 132 zu. Die erste luftzufuhreinrichtung 501 saugt reine Luft 
vom oberen Bereich des Arbeitsgebietes 110 an. In einigen Fallen kann die erste Luftzufuhreinrichtung 501 die reine 
Luft von der unteren Plenumkammer 300 und/oder vom Servicegebiet 120 aufhehmen und selbige sekundar reinigen. 60 
Eine zweite Luftzufuhreinrichtung 502 fiihrt die sekundar gereinigte, reine Luft der ersten Luftzufuhreinrichtung 501 zu. 
Die zweite Luftzufuhreinrichtung 502 saugt auBerdem reine Luft vom Arbeitsgebiet 110 an. In einigen Fallen kann die 
erste Luftzufuhreinrichtung 501 reine Luft von der unteren Plenumkammer 300 und/oder vom Servicegebiet 120 aufheh- 
men und selbige sekundar reinigen. Eine zweite Luftzufuhreinrichtung 502 fuhrt die sekundar gereinigte, reine Luft der 
ersten Luftzufuhreinrichtung 501 zu. Die zweite Luftzufuhreinrichtung 502 saugt auBerdem reine Luft vom Arbeitsge- 65 
biet 110 an. In einigen Fallen kann die zweite Luftzufuhreinrichtung 502 reine Luft von der unteren Plenumkammer 300 
und/oder vom Servicegebiet 120 ansaugen und selbige sekundar reinigen. 

Wie in den Fig. 8 und 9 dargestellt, stromt die dem WaferprozeBgebiet 131 zugefuhrte Luft separat sowohl zum Ser- 
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vieegebiel 120 als auch zum Waferlransfergebiet 132, die auf einem relauv niedrigen Druck gehalten werden. Des wei- 
teren wird die Luft im Wafertransfergebiet 132 durch eine Luftabfuhroffhung 114d zum Arbeitsgebiet 110 abgefuhrt. Die 
Fig. 8 und 9 zeigen, daB das Boottor 114b durch eine Tiir 114c verschlossen wird und daB die reine Luft uber eine Luft- 
abfiihroffnung 114d im unteren Bereich derselben abgefuhrt wird. Eine Tiir ist ublicherweise nicht nur im Boottor 114b 
5 installiert, sondern auch im Wafertor 132a. In der Tiir konnen Offnungen vorgesehen sein, die eine Strtfmung von Luft 
zulassen. 

Die in den Fig. 8 und 9 gezeigte Luftzufuhrstruktur kann verwendet werden, wenn sekundar gereinigte, reine Luft 
nicht in ausreichender Menge von einer einzelnen Luftzufuhreiririchtung zugefuhrt wird oder wenn die Druckdifferenz 
zwischen dem WaferprozeBgebiet 131 und dem Wafertransfergebiet 132 nicht auf ein gewunschtes Niveau erhoht wird. 
10 AuBerdern kann ihre Verwendung, da die oben beschriebene Luftzufuhrstruktur einen Vibrationsverteileffekt aufweist, 
dann wiinschenswert sein, wenn das WaferprozeBgebiet 131 ein Waferbelichtungsgebiet ist, das gegeniiber Vibration 
sehr empfindlich ist, und sie kann in den mikroelektrischen Fabrikationssystemen verwendet werden, wie sie in den Fig. 
5 bis 7 gezeigt sind. 

Fig. 10 zeigt ein schematisches Diagramm, das ein mikroeiektronisches Belichtungssystem veranschaulicht, welches 

15 eine Reinluftstromungsstruktur besitzt, wie sie in Fig. 7 gezeigt ist. Wie aus Fig. 10 ersichtlich, sind im oberen bzw. un- 
teren Bereich eines Reinraums 100, der durch jeweilige Wande 104 in ein Arbeitsgebiet 110 und ein Servicegebiet 120 
unterteilt ist, eine obere Plenumkammer 200 und eine untere Plenumkammer 300 angeordnet. Ein Blindpanel 202 mit 
Luftfiltem 201 ist zwischen dem Reinraurn 100 und der oberen Plenumkammer 200 vorgesehen. Ein Gitter 103, das zum 
Boden des Reinraums 100 gehort, wird von in der unteren Plenumkammer 300 installierten Pfosten 301 getragen. 

20 Eine Belichtungsapparatur 130 umfaBt ein WaferprozeBgebiet 131 und ein Wafertransfergebiet 132. Das Wafertrans- 
fergebiet 132 grenzt an das Arbeitsgebiet 110 an. Zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 110 ist 
ein Boottor 133 vorgesehen, durch welches ein Boot 900 mit darauf montierten Wafem hindurchtritt, und eine Tiir 133a 
zum Offnen und SchlieBen des Boottors 133 ist in diesem installiert. Ein Roboter 80, der einen Wafer vom Boot 900 
nimmt und den Wafer Uber das Wafertor 134 in das WaferprozeBgebiet 131 ladt, ist im Wafertransfergebiet 132 instal- 

25 liert. Der Roboter 80 fuhrt einen Waferladevorgang sowie einen Entladevorgang zum Zuruckbringen des vervollstandig- 
ten Wafers zum Boot 90 nach dem ProzeBvorgang aus. 

Im WaferprozeBgebiet 131 wird eine Belichtung unter Verwendung einer Maske oder eines Retikels ausgefuhrt. Das 
Retikel wird im allgemeinen von einer weiter unten beschriebenen Retikelbuhne zugefuhrt. Eine nicht gezeigte Luftzu- 
fuhreinrichtung fuhrt reine Luft dem Wafertransfergebiet 132 und dem WaferprozeBgebiet 131 zu. Die Luftzufuhrein- 

30 richtung saugt reine Luft vom oberen Bereich des Arbeitsgebietes 110 nahe der oberen Plenumkammer 200 an, filtert die 
angesaugte Luft physikalisch und/oder chemisch und fuhrt dann die gefilterte Luft dem WaferprozeBgebiet 131 und dem 
Wafertransfergebiet 132 zu. GemaB der vorliegenden Erfindung wird dem WaferprozeBgebiet 131 eine groBere Menge 
an reiner Luft zugefuhrt, so daB der Druck im WaferprozeBgebiet 131 hoher gehalten wird als derjenige im Wafertrans- 
fergebiet 132. 

35 Im Wafertransfergebiet 132 verbindet der Luftabfuhrpfad 700, wie auch in Fig. 7 gezeigt, das Wafertransfergebiet 132 
direkt mit der unteren Plenumkammer 300. Der Luftabfuhrpfad 700, der im unteren Bereich des Wafertransfergebietes 
132 vorgesehen ist, ist nahe eines Gitters 103 positioniert Wie oben beschrieben, nimmt die untere Plenumkammer 300 
die Luft, welche durch das Arbeitsgebiet 110 und das Servicegebiet 120 hindurchgetreten ist, wieder auf und wird auf ei- 
nem sehr niedrigen Druck gehalten. Da das Wafertransfergebiet 132, das auf einem niedrigeren Druck als das Waferpro- 

40 zeBgebiet 131 und auf einem deutlich hdheren Druck als die untere Plenumkammer 300 gehalten wird, direkt mit der un- 
teren Plenumkammer 300 verbunden ist, kann die Luft im Wafertransfergebiet 132 rasch zur unteren Plenumkammer 300 
stromen. 

In Fig. 10 dargestellte Pfeile zeigen Stromungsrichtungen der reinen Luft im Reinraurn 100 an. Die Stromung an rei- 
ner Luft vom WaferprozeBgebiet 131 gelangt uber Offnungen, die um das WaferprozeBgebiet 131 herum vorhanden sind, 
45 Uber ein Wafertor 134 und/oder andere Offnungen vom WaferprozeBgebiet 131 zum Servicegebiet 120 und zum Wafer- 
transfergebiet 132. Reine Luft wird veranlaBt, zum Wafertransfergebiet 132 zu strdmen, nicht nur aus dem WaferprozeB- 
gebiet 131, sondern auch aus dem Arbeitsgebiet 110. Die reine Luft, die dazu veranlaBt wurde, zum Wafertransfergebiet 
132 zu stromen, wird uber den Luftabfuhrpfad 700 zur unteren Plenumkammer 300 abgefuhrt, die auf einem sehr nied- 
rigen Druck gehalten wird. 

50 Daher kann das WaferprozeBgebiet 131 einen wiinschenswert hohen Grad an Reinheit beibehalten. Kontamination 
von Wafern aufgrund von Partikeln im WaferprozeBgebiet 131 kann daher verringert und bevorzugt vermieden werden. 
Mit anderen Worten konnen die im Wafertransfergebiet 132 erzeugten Partikel daran gehindert werden, in das Waferpro- 
zeBgebiet 131 zu gelangen, indem der Druck im WaferprozeBgebiet 131 hoher ist als derjenige im Wafertransfergebiet 
132. Insbesondere kann die reine Luft im Wafertransfergebiet 132, in welchem eine Menge von Partikeln erzeugt wer- 

55 den, direkt zur unteren Plenumkammer 300 abgefuhrt werden, ohne dazu veranlaBt zu werden, zum WaferprozeBgebiet 
131 und zum Arbeitsgebiet 110 zu stromen, wodurch die Kontamination des Reinraums 100 aufgrund von im Wafer- 
transfergebiet 132 erzeugten Partikeln reduziert und vorzugsweise effektiv vermieden werden kann. 

In der oben beschriebenen Mikroelektronik-Behchtungsapparatur kann eine Luftabruhreinrichtung, wie sie in Fig, 6 
gezeigt ist, auch zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsbereich 110 vorgesehen sein. Ein solcher Fall ist 

60 in Fig. 11 dargestellt, wobei ein Boottor 133 mit einer Tiir 133a in einer Wand 104 vorgesehen ist, welche das Wafer- 
transfergebiet 132 vom Arbeitsgebiet 110 isoliert. Ein Geblase 601 ist an den inneren, unteren Bereich derselben ange- 
koppelt. Eine Mehrzahl von Durchgangsoffhungen 111 fur die Stromung von Luft ist in dem Bereich der Wand 104 aus- 
gebildet, die dem Geblase 601 gegeniiberliegt. Das Geblase 601 fuhrt die Luft im Wafertransfergebiet 132 und die in ihr 
enthaltenen Partikel aktiv zum Arbeitsgebiet 110 ab. 

65 Die Fig. 12 und 13 veranschaulichen eine Gesamtstruktur einer Belichtungsapparatur, bei der zwei Luftzufuhreinrich- 
tungen als Luftzufuhrmittel verwendet werden konnen. Wie aus Fig. 12 ersichtlich, sind ein WaferprozeBgebiet 131 und 
ein Wafertransfergebiet 132 iiber ein Wafertor 134 mit einer Tiir 134a miteinander verbunden, und dariiber ist ein Reti- 
kelbuhnenbereich 135 zur Zufuhrung von Retikeln oder Masken fur die Belichtung vorgesehen. Im Retikelbuhnenbe- 
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reich 135 befinden sich eine Mehrzahl von Relikeln 137 in Form von Belichtungsfilmen, und es ist ein Roboler 138 vor- 
gesehen, urn die Retikel 137 in eine Belichtungsposition zu laden bzw. diese wieder zu entladen. 

Reine Luft wird von einer ersten T,uft7.ufiihreinrichr.ung 501 dem WaferprozeBgebiet 131, dem Wafertransfergebiet. 
132 und dem Retikelbuhnenbereich 135 zugefuhrt. Die erste Luftzufuhreinrichtung 501, die von einer zweiten Luftzu- 
fuhreinrichtung 502 urn eine vorgegebene Distanz beabstandet ist, nimmt Luft aus dem Arbeitsgebiet 110 auf und unter- 5 
zieht selbige einer sekundaren physikalischen und/oder chemischen Reinigung. Da die Belichtungsapparatur gegen Vi- 
brationen empfindlich ist, ist sie vorzugsweise auf einer unabhangigen Antivibrationsbasis 310 angebracht, die von ei- 
nem Bodenelement 320 der zweiten Luftzufuhreinrichtung 502 beabstandet ist. Die zweite Luftzufuhreinrichtung 502 
grenzt an die Belichtungsapparatur an und saugt reine Luft aus der unteren Plenumkammer 300 oder dem Servicegebiet 
320 an und fiihrt die in ihr sekundar gereinigte, reine Luft dem WaferprozeBgebiet 131 zu. 10 

Bei dem in Fig. 13 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel wird von der zweiten Luftzufuhreinrichtung 502 sekundar gerei- 
nigte, reine Luft der ersten Luftzufuhreinrichtung 501 zugefuhrt. Die erste Luftzufuhreinrichtung 501 fuhrt Luft dem 
WaferprozeBgebiet 131, dem Wafertransfergebiet 132 und dem Retikelbuhnenbereich 135 zu. Vorzugsweise besitzt die 
erste Luftzufuhreinrichtung 501 eine physikalisch-chemische Luftreinigungsfunktion, wahrend die zweite Luftzufuhr- 
einrichtung 502 eine physikalische Luftreinigungsfunktion beinhaltet. 15 

Wie in den Fig. 12 und 13 dargestellt, ist zwischen dem Wafertransfergebiet 132 und dem Arbeitsgebiet 110 ein Luft- 
stromungspfad 116 vorgesehen, der eine Stromung von Luft erlaubt und sich nahe der unteren Plenumkammer 300 be- 
findet. Um die Luft im Wafertransfergebiet 132 uber den Luftstromungspfad 116 zum Arbeitsgebiet 110 abzufuhren, 
sollte daher der Druck im Wafertransfergebiet 132 hoher als im Arbeitsgebiet 110 sein. AuBerdem sollte der Druck im 
WaferprozeBgebiet 131 hoher als derjenige im Wafertransfergebiet 132 sein. Da in dem Retikelbuhnenbereich 135 ein 20 
Roboter 138 vorgesehen ist, der eine partikelgenerierende Quelle darstellt, ist es zudem wiinschenswert, die Partikel zum 
Arbeitsgebiet. 110 abzufuhren. Zu diesem Zweck ist es bevorzugt, die Ijuft im Retikelbuhnenbereich 135 uber Spalte, die 
um eine Retikeltiir 138 herum vorhanden sind, und/oder uber andere Offnungen zum Arbeitsgebiet 110 abzufuhren, so 
daB der Druck im Retikelbtihnengebiet 135 hoher gehalten wird als der Druck im Arbeitsgebiet 110. 

Die Druckdifferenz zwischen den jeweiligen Gebieten kann durch Einstellen der Menge an Luft, die von der ersten 25 
und der zweiten Luftzufuhreinrichtung 501, 502 zugefuhrt wird, gesteuert werden, wie oben beschrieben. 

Die Anzahl von angelagerten Partikel bei einer herkommlichen Belichtungsapparatur und bei einer erfindungsgema- 
Ben Belichtungsapparatur mit der zuvor erwannten Struktur, insbesondere im Inneren des WaferprozeBgebietes 131, 
wurde durch Experimente bestimmt, die unter tatsachlichen ProzeBbedingungen durchgefuhrt wurden. Es ergaben sich 
die in der nachstehenden Tabelle 1 aufgefiihrten Resultate. 30 



TabeUe 1 





Probe 1 


Probe 2 


Probe 3 


Probe 4 


Herkommliche Belich- 
tungsapparatur 


53 


25 


38 


29 


Erf indungsgemaSe Be- 
lichtungsapparatur 


0 


0 


1 


0 



In Tabelle 1 geben die Zahlen Partikel mit Abmessungen von 0,1 um oder mehr an, die an den jeweiligen Probewafem 45 
mit 5 Inch angelagert waren. Die experimentellen Resultate zeigten eine schwerwiegende Kontamination von Wafern 
aufgrund einer Ruckstrdrnung von Luft vom Wafertransfergebiet zum WaferprozeBgebiet im Fall der herkommlichen 
Belichtungsapparatur an. Diese Luftriickstromung scheint bislang aber nicht untersucht worden zu sein. Bei der erfln- 
dungsgemaBen Belichtungsapparatur wurde hingegen keine oder allenfalls eine mini male Kontamination festgestellt. 

Fig, 14 zeigt in einer Vorderansicht die Tiir 134a in dem Belichtungssystem der Fig. 12 und 13, die eine gleichmaBige 50 
Luftstromung zwischen dem WaferprozeBgebiet und dem Wafertransfergebiet erieichtem kann und eine effektive Ab- 
schirmung von extemem Licht ermogiicht. Fig. 15 ist eine Seitenansicht von Fig. 14. 

Wie aus den Fig. 14 und 15 zu erkennen, ist in einer Wand 140, die ein WaferprozeBgebiet 131 von einem Wafertrans- 
fergebiet 132 isoliert, ein Wafertor 134 vorgesehen, und darin ist ein Salz von Turen 134a zum Oflhen und SchlieBen des 
Wafertors 134 installiert. In den Tiiren 134a ist ein Schlitz 134c ausgebildet. Im unteren Bereich jeder der Turen 134a ist 55 
eine Jalousie 134h installiert. Die Jalousie 13h ist so aufgehaut, daB eine Mehrzahl von Streifen 134d um einen vorgege- 
benen Winkel bezuglich der Ebene der Tiir 134a geneigt parallel zueinander angeordnet sind. Mit einer solchen Kon- 
struktion wird eine Luftstroinung in einer geneigten Richtung vom WaferprozeBgebiet 131 zum unteren Bereich des Wa- 
fertransfergebiets 132 ermogiicht, und das licht vom Wafertransfergebiet 132 kann abgeschirmt werden. 

Wie in der Detailansicht von Fig. 16 dargestellt, ist in den Streifen 134d eine rotierende Welle vorgesehen, die von der 60 
Tiir drehbeweglich gehalten wird, so daB in Abhangigkeit von der Rotationsrichtung der Streifen 134d die Luftstromung 
ermogiicht oder gesperrt werden kann. 

Fig. 17 zeigt eine Belichtungsapparatur mit einer Struktur, die vorzugsweise die Erzeugung von Partikeln im Wafer- 
transfergebiet 132 maximal unterdrucken kann. Dazu ist, wie aus Fig. 17 ersichtlich, im Wafertransfergebiet 132 ein 
Boottisch 805 vorgesehen, auf dem ein Boot 806 mit darin eingebrachten Wafern sitzt. Benachbart zum Boottisch 805 65 
sind ein Waferheber 900 und ein erster Wafertransferroboter 801 positioniert Der erste Wafertransferroboter 801 ist auf 
einer Schiene 802 installiert und bewegt sich entlang der Schiene 802 hin und her. Der benachbart zum Waferheber 900 
installierte erste Wafertransferroboter 801 transferiert Wafer vom Boot 806 zu einer Sitzposition 901 des Waferhebers 
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900 und umgekehrt. Ein z weiter Waferlransferroboter 801 zuni Transferieren von im Silzbereich des Waferhebers 900 
positionierten Wafern zum WaferprozeBgebiet 131 und zuruck ist im WaferprozeBgebiet 131 angeordnet 

Der in Fig, 18 detaillierter gezeigter Waferheher 900 beinhaltet. ein Hubelement 902 mit einem Sitzbereich 901, auf 
dem ein Wafer auf der Oberseite sitzt, und einen Aufbau 904 zur Leistungszufuhrung fur das Hubelement 902. Der Auf- 
bau 904 des Waferhebers 900 ist in einem Gehause 905 mit einem vorgegebenen Volumen aufgenommen. Der Innen- 
raum des Gehauses 905 ist an eine Vakuumquelle 906 angeschlossen, so daB im Gehause 904 des Waferhebers 900 er- 
zeugte Partikel mittels der Vakuumquelle 906 nach auBen abgefuhrt werden konnen. 

Da der Waferheber mit der oben erlauterten Konfiguration durch das Gehause 905 geschutzt ist, ist es moglich, die im 
Aufbau 904 erzeugten Partikel zu reduzieren und vorzugsweise daran zu hindern, daB sie den Raum des Wafertransfer- 
gebietes 132 erreichen. 

Wie oben beschrieben, wird der Druck in einem WaferprozeBgebiet, in welchem ein vorgegebener ProzeB mit einem 
Wafer durchgefuhrt wird, hoher als der Druck in einem Wafertransfergebiet gehalten, so daB Luft vorzugsweise daran ge- 
hindert wird, in einer Ruckwartsrichtung vom Wafertransfergebiet zum WaferprozeBgebiet zu stromen, alternativ wenig- 
stens nur noch in reduzierter Menge. Die Druckdifferenz zwischen den jeweiligen Gebieten, die aufrechterhalten werden 
sollte, um die Luftriickstromung zu reduzieren und vorzugsweise zu verhindern, kann durch Einstellen der Menge an rei- 
ner Luft, die den jeweiligen Gebieten zugefuhrt wird, gesteuert werden. Bevorzugt wird reine Luft im Wafertransferge- 
biet, das einen niedrigeren Druck aufweist als das WaferprozeBgebiet, in ein Arbeitsgebiet oder eine untere Plenumkam- 
mer abgefuhrt, wodurch Luft daran gehindert werden kann, im Wafertransfergebiet zu verbleiben, und wodurch die An- 
haufung von Partikeln aufgrund fehlender Luftbewegung reduziert werden kann. 

ErfindungsgemaBe Reinigungsverfahren fur Mikroelektronik-FabrikaLionssysteme und derardge, dieses Verfahren be- 
nutzende Mikroelektronik-Fabrikationssysteme konnen auBerbei Belichtungsapparaturen auch fur viele andere Systeme 
Anwendung finden, die zur Herstellung mikroelektronischer Bauelemente genutzt werden. GemaB der vorliegenden Kr- 
findung kann, wie in Tabelle 1 oben gezeigt, die Anzahl von an einem Wafer anhaftenden Partikeln reduziert, vorzugs- 
weise minimiert und noch bevorzugter eliminiert werden, was die Ausbeute an Mikroelektronik-Bauelementen erhoht. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Reinigung eines Mikroelektronik-Fabrikationssystems mit einem Servicegebiet (120), einem im 
Servicegebiet befindlichen ProzeBgebiet (131), in welchem mikroelektronische Bauelemente bearbeitet werden, 
und einem im Servicegebiet befindlichen Transfergebiet (132), in welchem mikroelektronische Bauelemente zu und 
vom ProzeBgebiet transferiert werden, dadurch gekennzeichnet, daB im ProzeBgebiet (131) ein hoherer Luftdruck 
aufrechterhalten wird als im Transfergebiet (132), um einen PartikelfluB vom Transfergebiet zum ProzeBgebiet zu 
verringern. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Mikroelektronik-Fabrikationssystem des weiteren ein Arbeitsgebiet 
(110) umfaBt, das an das Servicegebiet (120) angekoppelt ist, und das Transfergebiet an das Arbeitsgebiet angekop- 
pelt ist, weiter dadurch gekennzeichnet, daB im Transfergebiet (132) ein hoherer Luftdruck aufrechterhalten wird 
als im Arbeitsgebiet (110) und/oder Luft vom Transfergebiet zum Arbeitsgebiet abgefuhrt wird, um eine Parti kel- 
stromung vom Transfergebiet zum Arbeitsgebiet zu erhohen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, weiter dadurch gekennzeichnet, daB im ProzeBgebiet (131) ein htfherer Luft- 
druck aufrechterhalten wird als im Servicegebiet (120) auBerhalb des ProzeBgebietes, um eine Partikelstrdmung 
vom ProzeBgebiet zum Servicegebiet auBerhalb des ProzeBgebietes zu erhohen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Mikroclcktronik-Fabrikationssystcms des weiteren ein an das Servicege- 
biet (12) angekoppeltes Arbeitsgebiet (110) umfaBt, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das Aufrechterhalten eines 
hoheren Luftdrucks im ProzeBgebiet gegenuber dem Transfergebiet die MaBnahme beinhaltet, eine Luftstromung 
vom Arbeitsgebiet zum Transfergebiet und zum ProzeBgebiet zu induzieren. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt zur Aufrechterhaltung eines hoheren 
Luftdrucks im ProzeBgebiet gegenuber dem Transfergebiet die MaBnahme beinhaltet, eine Luftstromung vom Ar- 
beitsgebiet zum Transfergebiet und zum ProzeBgebiet zu induzieren. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, weiter dadurch gekennzeichnet, daB im Arbeitsgebiet ein hoherer 
Luftdruck aufrechterhalten wird als im Servicegebiet. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Mikroelektronik-Fabrikationssystem des weiteren eine obere Plenum- 
kammer (200), die an das Arbeitsgebiet (110) und das Servicegebiet (120) angekoppelt ist, und eine untere Plenum- 
kammer (300) beinhaltet, die an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet angekoppelt ist, um eine Luftstrdmung 
uber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen Plenumkaimner zur unteren Plenunikanuiier zu indu- 
zieren, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im Arbeitsgebiet als im 
Servicegebiet die MaBnahme umfaBt, eine hohere lAiftstrdmung von der oberen zur unteren Plenumkammer im Ar- 
beitsgebiet als Yon der oberen zur unteren Plenumkammer im Servicegebiet zu induzieren. 

8. Verfahren nach einem der Ansprtlche 1 bis 7, wobei das Mikroelektronik-Fabrikationssystem des weiteren ein 
Arbeitsgebiet (110), das an das Servicegebiet angekoppelt ist, sowie eine an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet 
angekoppelte, obere Plenumkammer und eine ebenso an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet angekoppelte, un- 
tere Plenumkammer umfaBt, um eine Luftstromung uber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen 
zur unteren Plenumkammer zu induzieren, weiter dadurch gekennzeichnet, daB Luft vom Transfergebiet zur unteren 
Plenumkammer abgefuhrt wird, um eine Partikelstrdmung aus dem Transfergebiet zu erhohen. 

9. Verfahren zur Reinigung eines Mikroelektronik-Fabrikationssystems, gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

- Induzieren einer Stromung reiner Luft unter einem ersten Druck in ein zwischen einer oberen Plenumkam- 
mer (200) und einer unteren Plenumkammer (300) angeordnetes Servicegebiet (120) durch Induzieren einer 
Stromung reiner Luft von der oberen zur unteren Plenumkammer, 

- Induzieren einer Stromung reiner Luft mit einem zweiten, gegenuber dem ersten hoheren Druck in ein zwi- 
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schen der oberen und der unleren Plenumkaimiier angeordnetes Arbeitsgebiet und Ankoppeln des Servicege- 
bietes durch Induzieren der Stromung reiner Luft von der oberen zur unteren Plenumkammer, 

- 7Airuhren reiner Luft zu einem zwischen dem Servicegebiet und dem Arbeitsgebiet. angeordneten und mit 
dem Arbeitsgebiet verbundenen Wafertransfergebiet (132) sowie zu einem mit dem Wafertransfergebiet ver- 
bundenen WaferprozeBgebiet (131), wobei der Druck im WaferprozeBgebiet hOher gehalten wind als im Wa- 5 
fertransfergebiet, und 

- Induzieren einer Stromung reiner Luft vom Wafertransfergebiet zum Arbeitsgebiet oder zur unteren Ple- 
numkamrner. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt der Zufuhrung reiner Luft folgende 
Teilschritte beinhaltet: 10 

- Zufuhren reiner Luft von der unteren Plenumkammer, dem Servicegebiet oder dem Arbeitsgebiet, 

- sekundares Reinigen der zugefuhrten reinen Luft und 

- Zufuhren der sekundar gereinigten, reinen Luft zum WaferprozeBgebiet und zum Wafertransfergebiet, wo- 
bei dem WaferprozeBgebiet reinere Luft zugefuhrt wird als dem Wafertransfergebiet. 

11 . Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Schritt zur Zufuhrung reiner Luft 15 
folgende Teilschritte beinhaltet: 

- einen ersten und zweiten Ansaugschritt zum Ansaugen reiner Luft iiber einen ersten bzw. einen davon un- 
abhangigen zweiten Ansaugpfad und 

- einen ersten und zweiten Einstellschritt zum Einstellen der im ersten bzw. zweiten Ansaugschritt angesaug- 
ten, reinen Luft auf eine physikalische und/oder chemische Weise. 20 

12. Verfahren nach Anspruch 11, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die im ersten Einstellschritt eingestellte Luft 
sowohl dem WaferprozeBgebiet als auch dem Wafertransfergebiet zugefuhrt wird und die im zweiten Einstellschritt 
eingestellte Luft nur dem WaferprozeBgebiet zugefuhrt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 1 oder 12, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Luft im ersten Einstellschritt auf 
physikalische und chemische Weise eingestellt wird und die Luft im zweiten Einstellschritt in physikalischer oder 25 
chernischer Weise eingestellt wird und die im zweiten Einstellschritt eingestellte, reine Luft dem ersten Einstell- 
schritt iiber den ersten Ansaugpfad unterworfen wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Druck im Wafertrans- 
fergebiet hoher gehalten wird als im Arbeitsgebiet, so daB aufgrund eines Druckunterschieds dazwischen reine Luft 
vom Wafertransfergebiet zum Arbeitsgebiet stromt. 30 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 14, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das Wafertransfergebiet di- 
rekt mit der unteren Plenumkammer verbunden ist, die auf einem niedrigsten Druck gehalten wird, so daB reine Luft 
im Wafertransfergebiet aufgrund einer DruckdifFerenz zwischen dem Wafertransfergebiet und der unteren Plenum- 
kammer direkt in die untere Plenumkammer abgefuhrt wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 15, weiter dadurch gekennzeichnet, daB Luft vom Wafertransferge- 35 
biet zum Arbeitsgebiet geblasen wird, so daB reine Luft im Wafertransfergebiet durch diesen Schritt zum Arbeits- 
gebiet abgefuhrt wird. 

17. Mikroelektronik-Fabrikationssystem, gekennzeichnet durch folgende Elemente: 

- ein Servicegebiet (120), 

- ein im Servicegebiet liegendes ProzeBgebiet (131), in welchem mikroelektronische Bauelemente bearbeitet 40 
werden, 

- cin im Servicegebiet liegendes TVansfcrgcbict (132), in welchem mikroelektronische Bauelemente von und 
zum ProzeBgebiet transferiert werden, und 

- Mittel zur Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im ProzeBgebiet als im Transfergebiet, um eine Par- 
tikelstromung vom Transfergebiet zum ProzeBgebiet zu verringern. 45 

18. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 17, weiter gekennzeichnet durch 

- ein Arbeitsgebiet (110), das an das Servicegebiet angekoppelt ist, wobei das Transfergebiet an das Arbeits- 
gebiet angekoppelt ist, und 

- Mittel zur Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im Transfergebiet als im Arbeitsgebiet und/oder Mit- 
tel zum Abfuhren von Luft aus dem TVansfergebiet in das Arbeitsgebiet, um eine Partikelstrbmung vom Trans- 50 
fergebiet zum Arbeitsgebiet zu erhohen. 

19. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 17 oder 18, weiter gekennzeichnet durch Mittel zur Auf- 
rechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im ProzeBgebiet als im Servicegebiet auBerhalb des ProzeBgebietes, um 
eine Partikelstrdmung vom ProzeBgebiet zum Servicegebiet auBerhalb des ProzeBgebietes zu erhohen. 

20. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 17 bis 19, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 55 

- ein an das Servicegebiet angekoppeltes Arbeitsgebiet vorgesehen ist. und 

- die Mittel zur Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im ProzeBgebiet als im Transfergebiet Mittel 
zum Induzieren einer LuftstrGmung vom Arbeitsgebiet in das Transfergebiet und in das ProzeBgebiet umfas- 
sen. 

21. Mikroeldctronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 19, wobei die Mittel zur Aufrechterhaltung eines hoheren 60 
Luftdrucks im ProzeBgebiet Mittel zum Induzieren einer Luftstromung vom Arbeitsgebiet zum Transfergebiet und 
zum ProzeBgebiet umfassen, um im ProzeBgebiet einen hoheren Luftdruck aufrechtzuerhalten als im Transferge- 
biet. 

22. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 18 bis 21, weiter gekennzeichnet durch Mittel 

zur Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im Arbeitsgebiet als im Servicegebiet 65 

23. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 22, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 

- eine obere Plenumkammer vorgesehen ist, die an das Arbeitsgebiet und an das Servicegebiet angekoppelt 
ist, 
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- eine untere Plenuiiikaiiimer vorgesehen isl, die ebenfalls an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet ange- 
koppelt ist, um eine Luftstromung iiber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen zur unteren 
Plenumkammer zu induzieren, und 

- die Mittel zur Aufrechterhaltung eines hoheren Luftdrucks im Arbeitsgebiet als im Servicegebiet Mittel zum 
Induzieren einer starkeren LuftstrGmung von der oberen zur unteren Pienumkammer im Arbeitsgebiet als von 
der oberen zur unteren Plenumkammer im Servicegebiet umfassen. 

24. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 17 bis 23, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 

- an das Servicegebiet ein Arbeitsgebiet angekoppelt ist, 

- an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet eine obere Plenumkammer angekoppelt ist, 

- an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet auch eine untere Plenumkammer angekoppelt ist, um eine Luft- 
stromung uber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen zur unteren Plenumkammer zu induzie- 
ren, und 

- Mittel zur Abfuhrung von Luft vom Transfergebiet zur unteren Plenumkammer vorgesehen sind, um eine 
Partikelstrornung aus dem Transfergebiet zu erhohen. 

25. Mikroelektronik-Fabrikationssystem, gekennzeichnet durch 

- ein Arbeitsgebiet (110) und ein Servicegebiet (120), die zwischen einer oberen Plenumkammer (200) und ei- 
ner unteren Plenumkammer (300) angeordnet sind, 

- ein Wafertransfergebiet (132) im Servicegebiet benachbart zum Arbeitsgebiet, 

- ein WaferprozeBgebiet (131) benachbart zum Wafertransfergebiet und 

- Mittel zur Zufuhrung reiner LufL zum WaferprozeBgebiet und zum Wafertransfergebiet, wobei der Druck im 
WaferprozeBgebiet hoher gehalten wird als im Wafertransfergebiet 

26. Mikroelektronik-Fabrikationssystem, gekennzeichnet durch 

- ein Arbeitsgebiet (110) und ein Servicegebiet (120) zwischen einer oberen Plenumkammer (200) und einer 
unteren Plenumkammer (300), 

- einem Wafertransfergebiet (132) im Servicegebiet benachbart zum Arbeitsgebiet, 

- einem mit dem Wafertransfergebiet verbundenen WaferprozeBgebiet (131), in welchem eine Waferbelich- 
tung durchgefuhrt wird, 

- einem Retikelbiihnenbereich (135), der Retikel zufuhrt, die bei der im WaferprozeBgebiet durchgefuhrten 
Waferbelichtung verwendet werden, und 

- Mittel zur Zufuhrung reiner Luft zum WaferprozeBgebiet und zum Wafertransfergebiet, wobei der Druck im 
WaferprozeBgebiet hoher gehalten wird als im Wafertransfergebiet und der Druck im Wafertransfergebiet ho- 
her gehalten wird als im Arbeitsgebiet. 

27. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 25 oder 26, wobei die Luftzufuhrmittel eine erste Luftzu- 
fuhreinrichtung, die Luft dem WaferprozeBgebiet und dem Wafertransfergebiet zufuhrt, sowie eine zweite Luftzu- 
fuhreinrichtung umfassen, die Luft nur dem WaferprozeBgebiet zufuhrt. 

28. Mikroeiektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 25 oder 26, weiter dadurch gekennzeichnet, daB die Luft- 
zufuhrmittel Luftdifferentiell dem Wafertransfergebiet und dem WaferprozeBgebiet zufiihren, wobei der Druck im 
Wafertransfergebiet hoher gehalten wird als im Arbeitsgebiet. 

29. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 25 bis 28, weiter dadurch gekennzeichnet, daB 
das Wafertransfergebiet mit der unteren Plenumkammer durch einen Luftstromungspfad verbunden ist. 

30. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 25 bis 29, weiter gekennzeichnet durch eine 
Luftabfuhrcinrichtung zwischen dem Wafertransfergebiet und dem Arbeitsgebiet, um Luft vom Wafertransfergebiet 
zum Arbeitsgebiet abzufUhren, 

31. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 25, 29 oder 30, weiter dadurch gekennzeich- 
net, daB die Luftzufuhrmittel eine erste Luftzufuhreinrichtung, die Luft dem WaferprozeBgebiet und dem Wafer- 
transfergebiet zufuhrt, sowie eine zweite Luftzufuhreinrichtung umfassen, die Luft der ersten Luftzufuhreinrichtung 
zufuhrt. 

32. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 31, weiter gekennzeichnet durch ein Wafertor zwischen 
dem WaferprozeBgebiet und dem Wafertransfergebiet zum Hindurchfuhren von Wafem, wobei das Wafertor eine 
Jalousie aufweist, die einfallendes Licht abschirmt und eine Luftdurchstromung zulaBt 

33. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach einem der Anspruche 26 bis 32, weiter gekennzeichnet durch 

- einen Boottisch im Wafertransferbereich zum Halten eines Bootes mit darin eingebrachten Wafern, 

- einen dem Boottisch benachbarten Waferheber, der ein Hebeelement mit einem an dessen Oberseite vorge- 
sehenen Silzbereich, wobei ein vom Boottisch enlnommener Wafer auf den Sitzbereich geselzt wird, und mil 
einem Aufbau aufweist, der das Hebeelement mit Leistung versorgt, 

- einen ersten Wafertransferroboter angrenzend an den Waferheber im Wafertransfergebiet, um Wafer zwi- 
schen dem Boot und dem Sitzbereich des Waferhebers zu transferieren, und 

- einen zweiten Wafertransferroboter benachbart zum WaferprozeBgebiet, um Wafer zwischen dem Sitzbe- 
reich des Waferhebers und dem WaferprozeBgebiet zu transferieren. 

34. Mikroelektronik-Fabrikationssystem nach Anspruch 33, weiter dadurch gekennzeichnet, daB der Aufbau des 
Waferhebers von einem Gehause umgeben ist und der Innenraum des Gehauses mit einer \&kuumquelle verbunden 
ist, um im Aufbau des Waferhebers erzeugte Partikel durch die Vakuumquelle abzufUhren. 

35. Reinigungsvorrichtung fur ein Mikroelektronik-Fabrikationssystem, das ein Servicegebiet (120), ein im Ser- 
vicegebiet liegendes ProzeBgebiet (131), in welchem mikroelektronische Bauelemente bearbeitet werden, und ein 
im Servicegebiet liegendes Transfergebiet (132) urnfaBt, in welchem mikroelektronische Bauelemente von und zum 
ProzeBgebiet transferiert werden, gekennzeichnet durch ein Luftftihrungssystem, das im ProzeBgebiet einen hohe- 
ren Luftdruck aufrechterhalt als im Transfergebiet, um eine Partikelstrornung vom Transfergebiet zum ProzeBgebiet 
zu verringem. 
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36. Reinigungssyslem nach Anspruch 35, wobei das Mikroeiektronik-Fabrikationssysleiii des weiteren ein an das 
Servicegebiet angekoppeltes Arbeitsgebiet (110) umfaBt und das Transfergebiet an das Arbeitsgebiet angekoppelt 
ist, weiter dadurch gekennzeichnet, daft das Luftfuhrungssystem im Transfergebiet einen hoheren Luftdruck auf- 
rechterhalt als im Arbeitsgebiet, um eine Partikelstrdmung vom Transfergebiet zum Arbeitsgebiet zu erhohen. 

37. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 35 oder 36, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das LuftfUhrungssy- 
stem im ProzeBgebiet einen hoheren Luftdruck aufrechterhalt als im Servicegebiet auBerhalb des ProzeBgebietes, 
um eine Luftstromung vom ProzeBgebiet zum Servicegebiet auBerhalb des ProzeBgebietes zu erhohen. 

38. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 35 bis 37, wobei das Mikroelektronik-Fabrikationssystem 
des weiteren ein an das Servicegebiet angekoppeltes Arbeitsgebiet umfaBt, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das 
Luftfuhrungssystem eine Luftstromung vom Arbeitsgebiet zum Transfergebiet und zum ProzeBgebiet induziert, um 
im ProzeBgebiet einen hoheren Luftdruck aufrechtzuerhalten als im Transfergebiet. 

39. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 36 bis 38, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das Luftfuh- 
rungssystem im Arbeitsbereich einen hoheren Luftdruck aufrechterhalt als im Servicegebiet. 

40. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 39, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das Luftfuhrungssystem eine 
obere Plenumkammer, die an das Arbeitsgebiet und an das Servicegebiet angekoppelt ist, sowie eine untere Plenum- 
kammer umfaBt, die ebenfalls an das Arbeitsgebiet und an das Servicegebiet angekoppelt ist, um eine Luftstromung 
uber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen zur unteren Plenumkammer zu induzieren, wobei es 
eine starkere Luftstromung von der oberen zur unteren Plenumkammer im Arbeitsgebiet als von der oberen zur un- 
teren Plenumkammer im Servicegebiet induziert. 

41. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 35 bis 40, wobei das MikroelekLronik-Fabrikalionssyslein 
des weiteren ein an das Servicegebiet angekoppeltes Arbeitsgebiet umfaBt und das Transfergebiet an das Arbeitsge- 
biet angekoppelt ist, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das Luftfuhrungssystem Luft vom Transfergebiet zum Ar- 
beitsgebiet abfuhrt, um eine Partikelstrdmung vom Transfergebiet zum Arbeitsgebiet zu erhohen. 

42. Reinigungsvorrichtung nach einem der Anspruche 35 bis 41, wobei das Mikroelektronik-Fabrikauonssystem 
des weiteren ein an das Servicegebiet angekoppeltes Arbeitsgebiet umfaBt, weiter dadurch gekennzeichnet, daB das 
Luftfuhrungssystem eine an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet angekoppelte obere Plenumkammer und eine 
ebenfalls an das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet angekoppelte untere Plenumkammer umfaBt, um eine Luft- 
stromung uber das Arbeitsgebiet und das Servicegebiet von der oberen zur unteren Plenumkammer zu induzieren, 
wobei das Luftfuhrungssystem des weiteren Luft vom Transfergebiet zur unteren Plenumkammer abfuhrt, um eine 
Partikelstromung aus dem Transfergebiet zu erhohen. 
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